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内容概要

本书分析了CMOS模拟集成电路设计理论与技术，全书由18章组成。从CMOS集成电路的工艺着手，
介绍了CMOS模拟集成电路的基础，即MOS器件物理以及高阶效应，然后分别介绍了模拟集成电路中
的各种电路模块：基本放大器、恒流源电路、差分放大器、运算放大器、基准电压源、开关电容电路
、集成电压比较器、数/模转换与模/数转换以及振荡器与锁相环等。另外，在第6章、第7章与第10章
中还特别介绍了CMOS模拟集成电路的频率响应、稳定性、运算放大器的频率补偿及其反馈电路特性
，在第8章与第12章中还分析了噪声与非线性。
    本书作为CMOS模拟集成电路的教材，可供本科生高年级与研究生使用，也可供从事相关专业的技
术人员参考。
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精彩短评

1、虽然布局什么原创性，但覆盖面还是满广的，分析也较为透彻，可以看看。另外，复旦大学洪志
良老师的那本也蛮好的，买一本就可以了。
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